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An1aqa •ur aheaisaheD NaSb@hap41ung 

Die vorliagende Erfindung betrifft eine Anlage zur chemi­
schen Ha8behandlung von Substraten in einem ein Behand-

5 lungsfluid enthaltenden Behilter, mit ainer Aushubvor­
richtung zum Ein- und Ausbringen wenigstens eines 
Substrattrlgers und der Substrate, sowie ein Trocknungs­
verfahren unter Verwendunq einer derartiqen Aushubvor­
r ichtung. 

10 

Heutzutaqe weist eine automatische Na.6bank eine Reihe von 
Beeken oder Tanks fUr eine Abf olqe chemischer NaSprozesse 
auf. Nacb Abschlu8 einer chemischen Proze8folge oder 
zwischen Proze8schritten warden Substrate, zum Beispiel 

15 in einar Kassette angaordnete Siliziumwafer, in ein spUl­
becken qetaucht und anschlie8end getrocknet. 

Das Trocknen eines Substrats kann beispielsweise mittels 
einer Zentrifuqe erfolqen, aber auch wihrend des lang-

20 samen Herausfabrens des Substrats aus dem SpUlbecken. 

Aus der EP o 385 536 ist ein Trockungsverfahren bekannt, 
bei dam zusitzlich zum langsamen Herausfahren des Sub­
strata aus einem Bad ain Dampf auf das Substrat anqe-

25 wendet wird, wobei der Dampf nicht auf dem Substrat kon­
densiert, jedoch in die FlUssigkeit diffundiert. Am Flils­
siqkeits-Meniskus auf der Substratoberfliche entsteht ein 
Konzentrationsqradient und damit ein Oberfl&chenspan­
nunqsqradiant, der eine PlUssi9keitsbewequng vom Substrat 

30 waq in die Flilssigkeit.erzeuqt und ein rti.ckstandsfreies 
Trocknan des substrats ·bewirkt. Wihrend der chemischen 
Na8behandlung bzw. des Spillens und des Trocknens werden 
die SUbstrate in Triqern,.auch Waferkassetten genannt, in 
Schlitzen, die auf der Innenfl&che der Seitenwinde der 

35 · Kassette ausgebildet sind, gebalten. Derartiqe 
standardtriiger weisen insbesondere auch relativ qro&e 
Fl&chen mit Ranten und Ecken auf, so daS eine relativ 
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qro&e Menge an Cbemikalien von einem Proze&tank in einen 
anderen bzw. von einem Bad in ein anderes Bad, 
verscbleppt und der Trockun9svorqan9 erscbwert wird. Die 
Kanten und qro&an Fl&chen der berk6mmlichen Substrattra-

5 qer verl&nqar:n insbasondera aucb die jeweiliqen Reini­
qungs-, SpUl- und 'l'rocknunqsscbritte wlhrend der Behand­
lung, wail relativ viel PlUssigkeit an den Fl&chen, Ran­
ten und Ecken.haften.bleibt, unci das FreispUlen der Che­
mikalien umstlndlichex- wird. Wenn der Tr&ger jedoch keine 

10 seitlicben FUhrungen aufweist, fehlen aucb seitliche Filh­
runqen fUr die Substrate wlbrend des Aushubs. Bei den be­
kannten Vorricbtungen werden die seitlicben 
Traqerfilhrungen dazu benutzt, die Substrate w&hrend des 
Herausfahrens aus einem Bad zu halten, um die Substrate 

15 beim Ausheben aus dem Tr&ger vor.dem lJID.fallen zu schUt­
zen. 

Aus der JP 5-27 06 60 (A) ist eine Vorrichtunq der ein­
qanqs qenannten Art bekannt~· bei der eine Aushubvorrich-

20 tung mit einem TransportScblitten zum Ein- und Ausbringen 
von Substraten und Substrattriger in und aus einea 
Beh&lter zur chemischen HaBbehandlung vorgesehen ist. Wie 
im Falle des Aus- und Einbringens bei der aus der 
EP o 385 536 A bekannten Anorclnung bleiben die Substrate. 

25 im Trliger, -der zusammen 111it dem 'l'riger ein- und ausge­
bracht wird. 

Aus der us 52 99 ·. 901 ist ein subs~rat-Handbabungsgerit 
bekannt, bei der ei:n arster 'l'ransportscblitten einen 

30 Trager filr die substrata undein zweiter Transportscblit­
ten die SUb~tr2'te in und aus.dem 'l'rliger bewegt. Das Ein­

und Ausbringen von Substraten bzw. SubstrattrKgern aus 
einem Beh&lter :fur chemischeHaBbehandlung von Substraten 
und diedamit verbundenen Erfordernisse und Schwieriqkei-

35 ten sind in dieser Druckschrift nicht angesprochen. 

Aus der us 49 63 069 ist eine Substrat~Bandtiabungsvor­
richtun9 bekannt, bei der ein substrat-Triiqer mittels 
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einer HUbvorrichtung auf und. nied~ bewegt wird und zu­
satzlicb eine JColben-Zylindereinhe:i.~ mit einer Gelenkver­
bindung zur.Bubstange vor9esehen is.t,· ua clen Substrat­
trlger aus der hbbewagung heraus zu.bewegen. 

Aus der DE 34 25 267 C2 ist.aine vo~ricbtµng zua Trans­
portieren und individuellen ,.iiandeln von.Subatraten 
bekannt, bei ~er die Substrate inna~balb des Substrat­
trligers und aus diesem beraul!S a,ngehoJ:>en warden. 

Die us 34 93 .. · 093 .. z.eigt und be~chrei)>t eine Transport- und 
Bandhabungsvorrichtung, mit. der Gege"stlnde angeboben 
bzw. transportiert warden, bei der eine Steuerkurve ein­
gesetzt wird. 

Der Brf indung lieqt die Aufgabe zugrunde, eine Anlage 
bzw. ein Verfahren fUr die chemische Na8behandlung, ins­
besondere fUr eine SpUlung und/oder ~ocknung zu schaffen 
bzw. anzugeben, bei der bzw. bei dem ~in kontinuierliches 

20 und sicheres Aus- bzw. Einheben der ~ubstrate moglich 
ist. 

Die gestellte Aufgabe wird erfindungsgaml& dadurch ge-
18st, da& die Auahubvorrichtung einen ersten Transport-

25 schlitten fUr die substrate und einen.zweiten Transport­
schlitten fUr den Substrattrager aufweist, die Uber eine 
Gelenkverbindung untereinander verbunden sinc:l. Dadurch 
ist eine getrennte. Aushubsteuerunq ~Ur die Substrate und 
den Substrattr&ger und daait eine optimal~ Anpassung der 

30 Bewegungen an die Proze8erfordernis11e m8glich. Eine 
derartige Verbipdung ait der M8glicJilteit einer Relativ-. . . . ·:. . .. ·... . 

b8wegung der Schlitten zueinander ff1hrt zu einer opti­
malen Anpassung ~er Bewegunqen der beiden Schlitten und 
d111Dit der Substrate und des substrattra9ers. Die 

35 erf indungsgeml8en MerkJllale und Ma8nabaen erm&glichen das 
kontinuierliche Herausrahren der '.rrlger mit den darin 
enthaltenen su~straten und das nachto~gende Herausheben 
der Substrate aus dem Trlger, ohne daB wKhrend dieses 
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gesamten Vorgangs ein Stillstand oder ein starkes 
Vermindern der Geschwindigkeit der'herauszufahrenden 
Trager insbesondere aucb w&hrend des Wechsels von der 
Bewegung des Trlgers zur Bewegung der substrate relativ 

5 zum Trager eintritt. Bei der Bebandlung von Triqern, 
insbasondera van Wafern ist es nlmlich sehr wichtig, da8 
eiri Stillstand·wlhrend des Aushebens der Wafer aus dem 
Behandlunqs-, Spfil- oder Reinigunqsbad nicht auftritt, 
weil andernfalls bei Unterbrechen des Bewegungsvorgangs 

10 sich im Bereich des Obergangs aus der FlUssigkeit in den 
Raum oberhalb der FlllssigkeitsoberfiAche Partikel auf dem 
Wafer absetzen. Durch den mit den erfindungsgemli8en 
Ma8nahmen m8glichen Diff erentialhub zwischen Triiger und 
substraten ist eine stetige, kontinuierliche Bewegung der 

15 Substrate aus der FlUssigkeit beraus und insbesondere 
durch die Flllssigkeitsoberfliche hinweg m6glich. 

20 

25 

Vorteilhafte Ausfllhrungsformeii der Erf indung sind in den 
UnteransprUchen angegeben. 

Vorzugsweise ist der erste Transportschlitten mit einer 
Antriebsvorrichtung verbunden. Der zweite Transport­
schlitten wird dabei nicht selbststindig sondern nur Uber 
den ersten Transportschlitten angetrieben. 

Ged8 einer weiteren vorteilhaften·Ausfilhrungsform der 
Erfindung weist die Gelenkverbindung zwei Schenkel auf, 
wobei ein erster Schenkel mit dam ersten Transportschiit­
ten und e~n zweiter Schenkel mit dem zweiten Transport-

30 schlitten gelenkig verbunden ist.· Die den.·'.i'ransport­
schlitten abgewandten B:nden der Schenkel sind Uber ein 
Stift drehbar verbundan. 

vorteilhafterweise Uiuft ein vorstehender Bereich des die 
35 beiden Schenkel verbindenden stifts an ainer Steuerkurve 

ab. Die steuerkurve gibt dadurch den Bewegunqsablauf des 
Verbindunqspunkts der beiden ScheDJtel vor. Durch eine 



WOM121241 

5 

geeigne~e Wahl dm:- . ~~~uer~~e ·kann .· auf die Bewegung der 
ersten .und zw•iten '.l.'r~~po;t-.chlitten zusaamen, aber auch .· . . . . .· .. ·.' ; . . . ..·~ ·~ . . . .·• -.·· . . 

unabblnCJiCJ voneinand~.-•infl?.IB genommen warden. Dadurch . ·. . =·:··.· .... · .. •.,,.,· ·. 1: • ,_.. •'.'. . 

wird ein_Di~~.arenzh\Jb J;"t1ca+i~~~t, d~_anfAnglich die 
5 . Substrattrlg~r und--ci~• ~~~fate 98.Jll,~i;nsam_ in gleicher 

Gescbwindig~e.i t beweg1: 9D4 .~~nn _di~ -.~awegun_g des 
SUbstrattrlg~s •. anhalt,_ w.lht•nd sich die SUbstrate waiter • .' • ·. . . . :· ':·· : . ·' ~-' •• =··· . . -'. 

10 

15 

20 

bewagen. Dur~b die-V~~i~~94lt1ne• ~ubstrattrlgers obne 
se_i tlicbe ~i-u,ngen, cU,"· -~~ ~nterc . ~er Bezej.cbnung "Low 
Mass carrier•~ ... Qder .'~Low. riqt~le car:r:ier". bekannt sind, 
mit einem d~~ap;igen. :pit~e.~11.~zhubme~nismus entfallen 

. I , • . . .. 

fest installi~rte Sub~t:r:~ttr:~geraufn.~men ~m Behllter, . ,· ..... : :' ;:·.. . · .. · 

die fUr das _PX"ozessie~~~ ·.v~~ Standardcarriern erforder­
_ lich sind. 

Vorteilhafterweiae weist ~ie Steuerkurve einen geraden, 
parallel ZUJ:'. 'ewegungsrichtung verlaufenden Abschnitt und : . . ;: .. ,., . ·- ,. . . ... ·· 

einen sicb an den geraden ·.Abscbnitt .•nschlieBenden . . ; . . .· -: :" ~ . ,. . .. . . 

Kurvenabschnitt auf. 

Gemi.8 einer yortei:J.h-~t,en· ~Q~~Uhrung11f orm vergr8Bert sicb 
der Abstand. ~~ischen ~t,ta, ~~t4JUI und z~eiten Transport­
schlitten~ und damit z~~l!lc:;b~~ den Supflltraten und dem 
Substrattrlger,·wenn der Stift auf dam Kurvenabschnitt 

25 ablluft. ~~~die v~qr6~~~g-~es ~tands zwischen den 
substraten und den.·. su.:,iltrattrlgern warden die Substrate . . . : .. ·.··•-:: .· :-.· 

aus dem SUbs~attragez.:. c;f~())?ell. 

Vorteilbaftez:w.aise is~~~· fq;m.del!I, l(urvenabscbnitts so 
30 gewihlt, daB sicb der Ab•~~ zwische,n dem arsten und 

zweiten Transpprtachli~t.~n-. ~tet;ig .v~8Bart. Dadurch ist 
: -;· ... ·. ...... . .· . 

eine konstante Ausbubge11cllwJ..Jidigkeit dar Substrate · 
sichergaat•l:J.~, so da8,~~µllCJ•~l.,Q]cen u~ Partikelan­
hlufungen an.4en subs~r'1t~.~uf9rund ;ruckartiger Beweg-

35 ungen oder g~r-stillst~~ ~;~~er ven.iieden werden. 
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vorzu9sweise ist die Form des kurvenabschnitts in seinem 
Bndbereich so 9ew&hlt, daB der zweite Transportschlitten 
allmlihlich zum Stillstand kommt. Der Punkt, an dem der 
zweite Transportschlitten zum Stillstand kommt, ist so 

5 gew&hlt, da8 der zweite Transportschlitten vorzugsweise 
dann zum Stillstand kommt, wenn die Substrate mit einer 
Ffihrung auBerbalb des Substrattragers in Einqriff kommen, 
der substrattr&ger jedoch noch nieht mit den au&erhalb 
des Beckens vorgesehenen SubstratfUhrungen kollidiert. 

10 

Vorteilhafterweise ist der erste Transportschlitten mit 
einer messerartigen Anbebevorrichtung, aucb "Messer" ge­
nannt, verbunden, der bzw. das die Substrate an einem 
Punkt unterst\itzt, so da.8 nur ein punktf6rmiqer Kontakt 

·15 stattfindet. Dieser Kontakt de$ Substrats verlK&t das 
Fluid zuletzt beim Herausfahren. Die Messerform hat den 
Vorteil, daB an dieser Stelle auf den Substraten 
.befindliches Fluid durCh die 'messerartige bzw. spitze 
Form abqeleitet wird. Das "Messer" ist mit Einkerbungen 

20 versehen, die die Substrate vor dem Verrutschen schtitzen. 

Bevorzugterweise werden die messerartige Anhebevorrich­
_tung und der Substrattrtiger mit gleicber Geschwindigkeit 
angehoben, wenn der stift aus dem geraden Abschnitt der 

25 steuerkurve abliuft. Dies ist dann der Fall, wenn sich 
die Subst~ate wihrend des AJ1hebens noch im Substrattrager 
bef inden. Der zweite Transportschlitten kommt erst dann 
zum Stillstand; wenn die Substrate in FUhrungen au8erhalb 
des substrattrigers in Eingriff kommen. 

30 

Falls eine Haube -Uber dem B·ehal ter angeordnet ist, insbe­
sondere bei einem Trocknungsvor9an9, ist es besonders 
vorteilhaft, wenn die.Fiihrungen innen an den Seitenwanden 
der Haube ausqebildet sind. Die Haube, die primir zur Ab-

35 deckung des Behllters bzw. des Beckens vorgesehen ist, 
dient somit auch zur FUhrung der substrate, wenn diese 
nicht in Eingriff mit .dem Substrattrliqer stehen. Vorteil-
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hafterweise ·1st an der Deckwana der Haube.eine Diffusor­
platte anq~ordnet,' ~· ~in~" ·~;o~opf l~lkobol (IPA) /N2-At­
mosphlire zur Verbesserung.des 'l'ro~iinqsvor«Janqs zu er-

. . . . . ··.' . 

zeugen. 

Vorteilha:fterweise waist die erf in~ungsqeali8e Aushubvor­
richtung zuslitzlich einen US•- uncl'arretiermren Xlinkme-·. : . . ·: . : ..• . . . . " ~ 

chaniamus auf, der den erstert und zweiten Transport­
schlitten st.rr miteinanderverbindet. Di~ starreverl:>in-

10 dung zwischen dem ersten und zweit'n Transportschlitten, 
entspricht der Bewegunq desStifts dear Gelenkverbindunq 
auf dam par~llal zur BewaggnqsriChtung verlauf enden Ab­
schni tt der ~tauerkurve·~ Bai. varriaqeltem XlinJanechanis­
mus 1st der'substratb:-ager.mit.den substratan vollstlndig 

15 aus dam Behlllter aushebba~, b~ispie.i111weise.dann, wenn 
sich die ttbergabeposit:l.o~ de~·Substr~ttraqers im oberen 
Beckenbereicb.befind~,.und insbeso.-der~ wenn der 
SubstrattrKg~r mit den Substraten i~ das Becken ein- oder . . . . . ~ . . . . 

aus dam Becken ausgebracht warden soll. Vorzugsweise ist 
20 ein Zylinder vorgesehen, der den Klinicaec:hanismus fUr ei­

ne einfacbe Steuerung ent- und/oder verriegelt, insbeson­
dere bei Ve~ndung der Anlag~ aisM~ciul eines automa­
tiscb zu beladeriden sy~t~~~ •.. Durch deh 16abaren Xlink­
mechanismus wi.rd gewibrleistet, da&·~~e 'l'r~nsportschlit-

25 ten qeaeins~ aum ae,;.' baw~ Bntladen ··in die oJ:>ere Position 
fahren k6n~e~;· jedocb aucb z~ A~sh~an der .Substrate aus 
dam Substrattr&ger ge~rennt wa~den k~nnen. 

30 

35 

Der vorl.f:.egenden Brfind'1ng liegt weiterhin die Aufgabe 
zugrunde, die_Ausbeute be~ der Herstellung von Halb­
leiterchips .und/oder wa:rer.ri J:>z~. •it._ den. zuvor beschrie-. . . . : . . . . . . . ~ . 

benen Vorric:htunqen waiter zu erh6h•n, den Verfahrensab-. . . . ~ . 

lauf weiter zu vereinfachen, und die Fert~gungsqualitKt . . : . . . . . . . 

zu verbessern. 

. . 

Di~se Aufgabe wird im zusaJDenhang nit den zuvor ge-
nannten Vorrichtungen oder Anlagen· erf inclungsqema8 
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dadurch gel6st, daB e,i.ne Haube Uber dem BeCk.en vorgesehen 
ist, und daB die Haube eine Tropfschutzvorricbtung 
aufweist. Insbasondere dann, wenn wenigstens zwei Becken 
zur Behandlung von Substraten hebeneinander angeordnet 

5 sind, tritt bei den herlt&mmlichen Vorrichtungen der 
Nachteil auf, daB beim ~insetzen oder Ausfabren nasser 
Substrate und/oder SubsQ:-attriger Tropfen auf die Hauben 
benachbarter Behandlungsbeck•n fallen. Wenn daraufbin die 
Haube Uber den Backen verfabren wird, um beispielsweise 

10 im Becken abgetrocknete Substrate und/oder Substrathalter 
aus dem Becken zu entnehl'l\en, ist die Gefahr gro8, da8 
Tropf en seitlich an der Haube ablaufen und auf die 
jeweils trockenen Substrate fallen. Dieser Nachteil wird 
>durch die erfindungsgemi8e Ma8nahme, an der Haube eine 

15 TropfschutzvorriChtung vorzusehen, behoben. 

Vorzuqsweise ist die Tropfschutzhaube eine Abtropfplatte, 
·die entW'eder · .. auf der Obersei te' der Baube anqeordnet oder 
in Form eines Kragens um die saube herum angebracht bzw. 

20 ausgebildet ist. Die Anordnung der Abtropfplatte bzw. des 
Kragens hKngt im wesentlichen von derrliumlichen Situa­
tion ab und wird entsprechend dem vorhandenen Platz ge-

_ wihlt. 

25 GemiB einer sehr vorteilhaften AusfUhrungsform der Erf in~ 
dung steht die Platte bzw. der.Kragen iiber die Haubenab­
messungen hinweg vor, wobei gemi8 einer besonders vor­
teilhaften Ausfilhrungsform der Erfindung die Abtropf- · 
platte undioder der Kragen zu derjenigen ·seite der Haube 

30 schri:ig nach unten weist, in die die Haube be:i Offnen des 
Beckens verschoben tiird. AU'f diese Weise ist. sicherge­
stell t~ da8 auf der Seite der Haube, die Uber das offene 
Becken hinwegleite·t,· keine Fltissigkeit ablaufen und ins 
Beeken tropfen kann, weil die Abtropfplatte bzw. der Kra-

35 gen Uber die Seitenwandun~f de:i:' Haube 'hinausragt und von 
der Seitenwand bzw. von der Haubenoberseite nach oben 
weist und daher Flilssiqkeit nicht abtropfen kann. Die auf 
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die Haube gelangende F1Us~i9kelt bzw. die an den seiten­
flAcben bis zum Kra9en ablaufende~ Tropf~ werden Uber 
die Abtropfplatte bzw. cien ~a91a11.~c::hrKg auf die Seite 
der Haube gefUhr.t, die .beim 6ffnen 'µDd Schlie&en des 

5 Beckens nicht fiberda• offene Becke:n 9elangt. 

Geml.8 ainer weiteran AuafUhrungsform der Erfindung ist 
Uber dem Rand des Be~en~, .. (U2er die. die Haube nicht ver­
schoben wird, am Becken eine Becke11rand-Abtropfschrlge 

10 angebracbt, die verhindert, ,da.B_FliiJSsigkeit von oben auf 
den Beckenrand tropfen und diesen ve;runreinigen bzw. wie­
der benetzten kann, wenn beispielsweise Substrate und 
Substrathalter Uber diesen ~ereich transportiert warden. 

15 Die gestallte Aufgabe wird bei den zuvor genannten Vor­
ricbtungan und Anlagan auch dadurch gel6st,.da8 das 
Backen eine Reini9un9s6ffnung aufweist. ·.Be~ der Beband­
lung von $ubstraten, insbes~ndere W•fern, im Backen kommt 
es wlhrend der Behandlung oder w&hrend der Manipulation 

20 der Wafer vor,·da8 diese brechen oder Teile davon ab­
brechen, die danacb im Backen verble;ben. Diese RUck­
st&nde mu8ten aufwendig von oben entfernt warden. Durch 
die erfindungsgeml8e Ma8nahme, das Becken mit einer 
Reinigungs&ffnung zu versehen, ist.4~s Entfernen von 

25 RUckstlnden oder zerbrocbenen.Wafern waaentlich einfa­
cher. Dazu ist die Reiniqungs6ffn~g vorteilhafterweise 
mi t einem abnehmbaren, vo.rz~gsweise abschraubbaren 
Flanscb abqeschlossen, wobei die Re~nigungs6ffnung vor­
teilbaft~eise an einer Seite des Beckens am oder nabe 

30 dem Beckanboden vorgesehen ist~ Dadurcl'l ist ein direkter 
Zugriff zu den RUckstiinden und WaferbrucbstUcke im Tank 
schnell und unkompliziert maqlicb •. 

Die gastellte Aufgabe wird bei den zuvor genannten 
35 Anlagen auch dadurch 9el6st, da& im Damp(bereich eine 

Ionisation zum Verhindern statischer Auf ladungen vor-
9esehen ist. Im Dampfbereich und insbesondere auch durch 
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die Abtropfvorginge und f lieBenden Behandlungsf luids, wie 
destilliertes Wasser usw., entstehen im Behandlungsraum 
oberbalb der Was~erflAche bzw. in der das Deeken nach 
oben abschlie&enden Haube Ionen, die zu einer statischen 

5 Auf ladung fUhren und Beschidigungen an den substraten 
verursachen. Durch die statische Aufladung werden 
teilweise sehr .. hohe statische Spannungen aufgebaut, die 
zu Durchbrttchen fUhren und auch dadurch die substrate 
beschldigen. Durch Erzeugen von Ionen werden die 

10 statischen Auf ladungen abgebaut und es sind keine Be­
scbldigungen der Wafer mehr durch statische Auf ladungen 
mtsglich. Im Dampfbereich befindet sich vorzugsweise 
Stickstoff und/oder Isopropylalkohol. 

15 Gem:iB einer vorteilhaften AusfUhrungsform der Anlage ist 
eine I:onisationselnrichtung ~m Dampfbereich vorgesehen, 
wobei die I:onisationseinrichtunq vorzugsweise wenigstens 
einen Ionisierungsstab an weniqstens einer Innenwand der 
Jiaube aufweist. · ·vorzugsweise umfaBt die Ionisierunqsein-

20 richtung weniqstens eine Gegenelektrode, die vorteilhaf·­
terweise ebenfalls aneiner Innenwand der Haube in einem 
gewlhlten Abstand zum Ionisierunqstab bzw. zu den 
I:onisierungstlben anqeordnet ist. Die Gegenelektrode 
liegt vorzugsweise an Masse bzw. am Anschlu& einer Hoch-

25 spannungsquelle, mit derem an~eren AnschluB der Ionisie­
rungsstab verbunden.ist. 

Der lonisierungsstab ist vorzugsweise mit einer Hochspan­
nunq von 5 bis 25 kV und vorzugsweise von 10 bis 15 kV 

30 beaufschlagt. 

GemiB einer vo~teilhaften Ausfiihrun9sform der Erf indung 
ist die Hochspannunq gepulst. Die Pulse weisen vorzuqs­
weise eine ::Cmpulsda~er von 1 bis 100 ms und vorzugsweise 

35 10 bis 40 ms auf. Vprteilhafterweise ist das Tastver­
hiltnis der Xmp~lse ~m Bereich von 1:8 bis 1:12 und vor­
zugsweise etwa 1:10. 

r 
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Eine Verbesserung der Fertigungsqu~litlt wird bei den 
zuvor· genannten Anlagen auch dadurch erreicht, da8 
wenigstens eine Me8sond~ zur Obarw~diung.der Gaskonzen-

5 tration, der .· Gaagemisch-Anteile 1ind/,~er des Gas~ bzw. 

10 

15 

Gasgemischgehalts im Dampfbereich V~rgesahen ist. Vor-
. . . ··.·· 

zugsweise warden die von der Me&sonde ermittelten Me8-
werte zur Steuerung bzw. R8c,:J4alungder Gaskonzentration, 
der Gasgemisch~Anteile und/octer des ~as- bzw. Gasgemisch­
gehalts im Dampfraumherangezogan. Auf diesa Weise 1st es 
m6glicb, Ube~ den.gesamten.Fertigung~- und Behandlunqs-
ablauf optim~le Verhlltnisse Im Dampfbereicb aufrecht zu 
erhalten, so daB eine hohe Pertigung~qualit&t und gerin-
ger AusschuB gewlhrleistet ist •. 

. . . 

Die Fertigungsqualitlt wird geml& ei~er weiteren erfin-
~ . ' . . . . 

dunqsgemi8en AusfUhrungsf orm ~er zuvo.r genannten Vor-
r ichtungen aucb dadurch erreicht, da& in einer Leitung, 
Uber die das·Bebandlungsfluid abflieBt,.ein.Flowmeter zur 

20 Ermittlung der Durchf lu8menqe des a8h~ndlunqsfuids ange­
ordnet ist. Dadurch ist es m&)lich, ~bweichende Durch-

. .,...... . i . ' 

25 

30 

flU8mengen sc~nell festzustellen un~/o.der di~ vom Plow-
: ' . . 

meter ermittelten MeBwerte zur Steuez,-ungbzw. Regelung 
. . 

der ein- und/oder ausstr&menden Pluidmenge heranzuziehen • . ·. . . . ·, .. .. .. . . 

In der zu- und/oder.AbfluBlei~unq ist dazu vorzugsweise· 
ein ventil, insbesondere ein von einem Motor qesteuertes 
Ventil vorgesehen, wobei der Motor bzw. das Ventil in Ab­
hlinqiqkeit VC>n .· den MeBwerten des . Fl~wmeters gesteuert 
bzw. geregelt wird • 

Bei den zuvor beschriebenen Anlagen werden die Ferti­
gungskosten. e~flndunqsgemlB dad~chklein gehalten, daB 
das aus dem Backen ausstr&mende Bebllll~lungsfluid in einer 

. . . , 

Wiederaufbereitungsanlage wlederaUfbereitet wird. Dies 
35 verringert nicht nurdie Herstellungsitosten sondern dient 

auch der uaweltvertrlglichkeit des \1er:tahrens. Das wie­
deraufbereitete Fluid wird vorzugsweise im Fluidbecken 
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wieder verwendet. Das gesamte wiederaufbereitete Fluid 

oder ein Teil hiervonkann nach der Wiederaufbereitung 

auch in die Brauchwasserableitung abgelassen werden. Dies 

ist insbesondere dann von Vorteil, wenn das Fluid etwa 

5 bei eine~ TroQknungsverfahren von Substraten destillier­

tes Wasser ist, das nacb der Aufbereitung problemlos in 

das konmunale Abwassersystem eingeleitet warden kann. 

Bevorzugterweise wird die erf indungsgemii8e Aushubvorrich-

10 tung bei einem Trocknungsverfahren eingesetzt. Dabei 

werden die Substrate aus einem Spillf luid ausgehoben und 

der Substratbalter im Beckeri belassen. Anschlie.Bend wird 

der Fluidspieg~l unter den substratbalter abgesenkt, was 
. . '· 

beispielsweise durch Offnen eines Abf lusses bewirkt wird. 

15 Anscblie8end werden die qetrockneten Substrate zuriick in 

den ebenfalls trockenen Substrathalter abgesenkt. Die 

Trocknung der Substrate geschieht also wihrend des Aus­

bringens der substrate aus einem Backen, wahrend der 

Substrattrager durcb das Absenken des FlUssigkeits-

20 spiegels des spUlfluids getrocknet wird. 

Die Erf indung sowie weitere Einzelheiten und Vorteile 

derselben wird bzw. werden nachfolgend anhand von Aus~ 

flihrungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen 
25 erlautert. Es zeigen: 

Fig. l eine Ansicht der Rilckseite einer AusfUhrungsform 

einer Ausbubvorrichtung filr eine erf indungsgema&e 

Trockungsanlage; 
30 Fig. 2 eine seitena.nsicht der Aushubvorrichtung gemaB der 

Fig. 1; 
Fig. 3 eine Querscbnittsansicht der Trocknungsanlage zur 

chemischen Na.Bbehandiung und gleichzeitig einen 

ersten Schritt eines erfindungsgema.Ben Trocknungs-

35. vorqanqs: 
Fig. 4 einen zweiten Schritt ~ines erfindungsgemaBen 

Trocknungsvor.gangs; 
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Fig. 5 einen dritten schritt e!nes erf indungsgema8en 
.. 

Trocitnu~gsvorgangs; 

Fig. 6 einen·vierten Scbritt eines ~~f indungsgemaBen 
Troeknungsvorgangs; 

:· . . 

Fig. 7 ·einen fttnften Schritt eines ertindunqsgemti8en 
Trocknungsvorgangs; .. ·.. . .. ·. . . . . ... 

Fig. 8 einen sechsten Schritt eines erf indungsgemaBen 
Trocknungavorgangs; 

.. ·, 

Fig. 9 einen siebten Scbritt eines erf indungsgeaa8en 
TrocJcnungsvorgangs; 

Fig. 10 einen achten Schritt 
Trockriungsvorgangs 

eines ~rf indungsgemiBen 

Fig. 11 eine A\lsfUhrungsform der erfi.ndungsg19d8en 

vorricl1tung in scheDlatisCher Darstellung mit 
einar Abtropfplatte Uber ~er Haube 

Pig. 12 eine waiter• Ausfilhrungsform ~er erfindunqsgemii­
Ben Vorricbtungmit einer Tropfschutzvorrichtung 
in Form eines um eine HaUbe herum angeordneten 
Kragens; : · 

20 Fig. 13 die Austtihrungsform geml8 Fig. 12 in Aufsicht; 

25 

30 

Fig. 14 eine Seitenansicht einer AusffU1rungsform der er­
finclunge19emti.8en Vorrichtung mit einer Reinigungs-
8ffnunq i:m Beclcen; 

Fig. 15 einen llcbaatis~hen.Querschll,itt entlang der in 
Fig. 14 eingezeicbnete~ Schnittlinie I-I und 

Fig. 16 eine AusfUhrungsform der Haube mit einer Ionisa­
tionseinrichtung in scbematischer Darstellung. 

. . 

In den Fig. l und 2 ist eine Aushubvorrichtung 1 einer 
erf indungsgemli&en Anlage 20 zur Trockung von Wafern 25 
entsprechand Pig. 3 dargestellt. DieA.ushubvorrichtung 1 

. ·. . 

weist einen ersten Transportschlittan 2 :mit ainen Trager-
ara 14 .fUr aine.messerartige Anhebevorrichtung 16 und 
eineri zweiten Ti-i:nsportschiitten 3 mit einem Tragerarm 15 

35 ftir den Subtrattrager 17 auf, die durch eine Gelenlcver­
bindunq 4 miteinander verbunden sind. Die Gelenkverbin­
dung 4 umfa8t einen ersten Schenkel s·und einen zweiten 
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Schenkel 6, der mit dem ersten Transportschlitten 2 bzw. 
. . : . . . . 

mit dem zweiten Transportschitten 3 gelenkig verbunden · 
ist. Die beiden Schenkel s, 6 stehenUber einen Stift 7 
miteinander in verbindung. Der erste Transportschlitten 2 

5 wird von einea (nicht qezeigten) Motor angetrieben und 
zieht beim Aushub Uber die Gelenkverbindung 4 den zweiten 
Transportschlitten 3 auf einer Pilhrungsschiene 10 mit 
nach oben. Dabei lKuft der Stift 7 eine Steuerkurve 11 
ab, die aus einem qeraden Abschnitt 12 und einem krummen 

10 Kurvenabschnitt 13 besteht. 

Beweqt sich der Stift 7 auf dem geraden Abschnitt 12, so 
bildet die Gelenkverbindung 4 im wesen~lichen eine starre 
Verbindun9 zwischen dem ersten und zweiten Transport-

15 schlitten 2, 3. Xn diesem zustand wird der Substrattrager 
17 mit den darin befindlichen Wafern 25 angeboben, wab­
rend die messerartige· Anhebevorrichtung 16 noch nicht an 
den Wafern 25 anliegt. Ab Beq:fnn des Kurvenabschnitts 13 
der Steuerkurve 11 wird der zweite Transportschlitten 3 

20 allmlhlich langsamer als der erste Transportschlitten 2. 
Dadurcb kommt die messerartige Anhebevorrichtung 16 in 
BerUhrung mit den Wafern 25 und hebt diese an und aus den 
Halterunqen des Substrattragers i7 beraus. zu diesem 
Zeitpunkt werden die Wafer 25 jedoch bereits ·in FUhrungen 

· 25 39 einer Haube 22 gehalten, wie dies aus der nachfolgen­
den noch zu beschreibenden Figur 5 ersichtlich ist. Der 
Transportschlitten: 3 kommt dabei j_edoch nicht vollstaz:idig 
zum Stillstand, sondern lauft entsprechend derKurvenform 
des Kurvenabschni~ts 13 der Bewegunq des ersten Trans-

30 portschlittens 2 na~h, da die Schenkel 5, 6 die M6glich­
keit haben, sich um den Stift zu drehen und dadurch ihren 
Winkel zueinander Jconti~uierlich zu vergroBern. Der Zeit­
p\lnkt des Stilistands des zweiten Transportschlittens 3 
ist dann erreicht, wenri der Stift. 7 an eiz;aer Stelle des 

35 Kurvenabschnitts 13 qelangt ist, an der er in einen 
Kreisbogen iibergebt, dessen Radius dem Abstand zwischen 
stiftaChse undder Drehachse des Verbindungspunktes zwi-
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schen dem zweiten 8:~~~~el 6 ujld d~~ zweiten Transport­
schlitten 3 "entspri~t. -~-~ :si9eng~wicht des Transport­
schlitten 3 bewirkt dabei den Stillstand • . ·~ .. ' . . : . ; . . .• . 

s Der Radius daa Bereicms des ~~enabschnitts 13, der sich 
zwischen d~gerade~ ~~~l'li~t.12 u~~ dam Stillstands­
punkt des Kurvenabs~~it~s.;13 betin~et, ist dabei gr68er 
als der Radius des Bereichs des Kurvenabschnitts 13 nach . : : : :' - : ;• :· . . . . . , :~-=. . . . •. . 

10 

15 

dem Stillstandspunk~ •. · 

J:n den Fig. ~- bis 10 i~t cl~r Ablauf eines Trocknungsver-
;:.; .. · 

fahrens unter Verwendung de:J;" dort nicht darqestellten 
AushubvorriChtung 1 ··~j:~de~g~gei>en. :r~ den Fig. 3 bis 10 
bezeicbnen qleiche.· B~~~c;j~~f!i~hlln gleiche El~mente • 

. . . . . 

Geml8 Pig. 3 weist di,~ .. e]:!f ~~4'urigsgeml8e Anlaqe 20 ein 
Backen ode~ ~inel) B~bll:t~~, 21 a~f·, Ub,er .den seitlich eine ·. . ·, .. . . . ·. :, :~· . . ~ ''·' . . . ': ~- . . ; . 

Haube 22 geschoben wi:r;d.·tnnerhalb des Beckens 21 ist die . . .· _·.• ·.· ·. ·., '·· .;' .· . .. 

von dam Substratarm 14 g~~ra,gene messerartiqe Anhebevor-
20 richtung 16 ~ichtbar~ · 

Ein substrattrager 17 m~t. ~2J,rin angeox-dneten Wafern 25 
wird von einem.An1aqe.llb.lin41-.r 24. aut die in ihrer unteren 
Endstellung bef indllch~ ':~U!Sh~vorricJ;itung 1 aufgesetzt. 

25 Ein SpQlfluid. ~3 str~nlt v~ri· ~ten in das Beclten 23 und· 
str6mt fiber ei~e Ube~"iaufk~nte 28 in e.ln liu8eres Uber-. . . . ~ . . . . ... . . . ~. . : . . 

30 

laufbecken 29. Da sich die·. Aushubvorrichtung 1 in ihrer 
unteren Endstellung ~etiri~~~ .. · sind di19 Wafer 25 vollstlin­
dig in. das SpUlfluid ~3. e~~qet.au.c;Jit •.. . . : . ' : ' .. ~ · ... '. ~ ·: : . 

. . .. : , ... 

Der Substrattrlger 17 ~~s,~tzt Z~l!i parallel angeordnete 
seitenplatt~n,. von · d~~~~ ~~:.per 'Ansicht der Figur J nur 
eine Seitenpia.tte 30 er~ei~~bar ist. Zwischen den Seiten­
platten aind vier Sta~· J,l/ 3~,·· 33, l4 mit Querscblitzen 

35 fUr d.i.e Aufnahme der Wafer ~5-angebracht. Einzelheiten 
eines derarti9~~ auch :*ls ni,Ow .. Mass c~rrier" bezeichneten 
substrattrag~r~ sind .. i~ ·. der ~icht vorver6ffentlichten 
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deutscben Offenlegun9sscbrift 44 28 169 beschrieben, die 
zum Inbalt dieser Bescbreibun99emacht wird, um Wiederho­

.lun9en zu vermeiden. 

5 Ein Gas wird von oben in die Haube 22 geleitet und tritt 
Uber die Oberlaufoffnungen des Beckens· aus dem 
Trocknun9sraum aus. 

Die Einleitung des fUr die 'l'rockunq verwendeten Gases 
10 erf olgt Uber ein Lln9srobr innerhalb des oberen Deckelbe­

reichs der Haube 22. Die zwischen dem Uinqsrohr und dem 
Deckelinnenvolumen anqe.ordnete Diffusorplatte besi tzt ein 
def iniertes Lochbild, das eine qleichd&iqe Gasverteilunq 
iiber die Breite U.rid Lti.nge des·Deckes bewirkt. Wenn 

15 gleichzeitiq mebrere Substrattriqer 17 in einer 
Trocknunqsanlage 20 pozessiert werden, bef inden sicb vor­
zugsweise im Deckel an den Frontseitender Waferpakete 
jeweils Trennwande,.die dafUr sorqen, da& in der Haube 22 
fur die einzelnen Waf erpakete eine qleicbma&iqe Vertei-

2 o lunq des Gases, vorzuqsweise einesIPA/N2...;Gemisches fur 
den qesamten Raum qarantiert wird. Andernfalls konnten 
sich unterscbiedliche stromunqs-verhiltnisse ergeben, so 
daB einzelne Wafer 25 der Pakete unterscbiedliche 
Trockunqserqebnisse aufweisen. Zur Fllhrunq der Wafer 25 

· 25 sind an gegenUberliegenden Innenseitenflachen Fuhrunqs­
schlitze 39 ausgebildet. Die Fil~runqsschiitze 39 in der 
Haube 22 sind um etwa 5 Grad geneiqt. Entsprechend werden 
die Substrattraqer 17 mit dem gleichen Neigunqswinkel in 
das Deeken 21 abgesenkt. Dadurch ist die Lage der Wafer 

30 25 wiihrend·· des gesamten Trochriungsprozesses definiert und 
die Trocknunq des Substrattriqers wird ebenf alls verbes­
sert. 

Die Darstellung der erfindungsqema8en Anlage gemaB Fig. 4 
35 unterscheidet sicb von der in Fig. 3 lediglich dadurch, 

daB die Haube 22 Uber das Becken 21 gefabren ist. Danach 
wird der substrattrager 17 mit dem Wafer 25 anqehoben. 
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Dabei lliuft.der Stif1: 7 dµr~ de~ An1:rieb des ersten 
'l'ransportscblittens ~ auf d~ geraden Abschnitt 12 der 
Steuerkurve 11 ab. 

s Zn Fig •. 5 is~ der Punk~ de~ •~wagung erreicht, an dem der 
stift 7 den geraden Abschnitt.12 d-.r steuerkurve 11 ver-
188t und den Kurvena)>schnitt 13 der Steuerkurve 11 abzu­
laufen beginnt. Die Form und Gr6&e der steuerkurve 11 ist . : ·.·' ·' .· ·. ·.. · .. · 

derart ausgebildet, da~.di~se~:Pun~t dann erreieht wird, 
10 wenn die Wafer 25 .mit dt!!n seitlichen Filhrungen 39 in der 

Haube 22 in Bingriff ~~11n1 so da8 der S11bstrattrager 17 
nicht mehr Z\lr Flihrung 4er Wa~er 25,ben6tigt wird. Die 

15 

.· . 

Wafer 25 we:rde.~ dana~ durch die messerartige Aushebevor-
ricbtung 16 angehoben" 

Nach dem Au~fahren der wa.fer ~s aus dem Spillfluid 23 
werden die W~fer 25 ~et;ocknet. Der Trocknungsvorgang 
wird durch die IPA/H2-Atmosp~ire oberhalb des Behilters 
21 unterstilt~t, da sic:~ das Gas mitde111 Spillfluid 23 auf 

20 den Substraten 25 mi~cht; Q.nd c:turch den Gradienten in den 
Oberf llichenspannungskrliften v~rhindert wird, daB ein 
FlUssiqkaitsfilm auf clam substrat 25 verbleibt. 

Gemii8 Fig. 6 bleibt der Siub~1;rai;triqe~ 17 11u~gsam gegen-
25 Uber der messerartigen A~sh~bevorrichtung 16 zurUck. oa­

durch ilbernimmt die me~serartige Aushebevorrichtung 16 
das weitare Ausheben der Wafer. 25 au1Ldem BehlUter 21. 

30 

Zn Fig. 7 ist die Stellunq.des. SµJ:>strattr&gers 17 ge­
zeigt, in der dieser volls1;indiq ~tehen bleibt und sich . ' .. ··. · .. ·· . '· ' 

nur noch die messerartige Aus~ebevorrichtung 16 nach oben 
bewegt. Dadurch wird der $ubstrattriger 17 nicht an die 
Filhrungen 39 derHaube 22 gec1rilc.kt, was anc:ternfalls zu 
einer Beach&diqung der P~~ngen und einer zerst8rung des 

35 SW>strattrllgers 17 filhren.wUrd~. 



WOH/21241 

.. 

Fig. s zeigt das Ende des Trocknungsvorgangs der Sub-. 
strate 25. Die Wafer 25 baben den bocbsten Punkt ihrer 
Bawegung erreicbt und sind vollstindig Uber den Flilssig­
kei tsspiegel 27 herausgeboben. Um die substrattrliger 17 

5 zu trocknen, wird der Fl'llssigkeitsspiegel durch 6ffnen 
eines Ablaufes gesenkt. Die Wafer 25 und die substrattri­
ger ·17 befinden sich dann in der IPA/H2-Atmosphare befin­
den. 

10 In Fig. 9 ist der FUissigkeitsspieqel 27 des spillfluids 
23 unter den Substrattriqer 17 abgesunken. Inzwischen 
wur'de der anharid der Piguren 4 bis 1 beschriebene Bewegs­
vorganq in umgekebrter Reihen'folge durchgefilhrt, so da6 
sich·der Substratarlll 14 und der Substrattriigerarm 15 wie-

15 der in ihren unteren Bndstellungen bef inden. Die Wafer 25 
und der Substrattrager 17 sind dann getrocknet. 

Gemi.B Fig. 10 wird die Haube 22 seitlicb verschob.en, so 
da.B der Substrattrager 17 mit den Wafern 25 durch den An-

20 lagenhandler 24 aus demBehiilter 21 entfernbar ist. 

Bei der· in Fig. 11 darqestellten Ausfilhrungsform einer 
Vorricbtung zum cbemischen Behandeln von Substraten ist 
Uber einer oberen Wandung 41 einer Haube 42 eine Tropf-

25 schutzeinrichtung in Form einer Abtropfplatte 43 vorge­
sehen, die in einem Winkel von beispielsweise 5° zur 
oberen Wand 41 derHaube 42 angebracht ist. Die Abdeck­
platte 43 ragt mit.ihren seitlichen Enden 44, 45 Uber die 
Seitenwlinde 46, 47 der Haube 42 hinaus. Insbesondere 

JO dann, wenn mindestens zwai Bahandlungsbecken nebenein­
·ander angeordnet sind, werden behandelte, mlt Fliissigkeit 
benetzte Substrate bzw. Substrattriger Uber die Haube 42 
transportiert, so daB nicht vermieden werden.kann, daB 
FlUssigkeit auf .· die Haube 42 bzw. gemi.B der vorliegenden 

35 Erfindunq auf die Abtropfplatte 43 t~opft. Ohne Vorhan­
densein der Abtropfplatte 43 wUrde diese Flilssigkeit an 
den seiten 46, 47der Haube 42 als Tropfen abflie.Ben und 
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. 
bei 6f£nen der Baube 42 ·~ispielsweise durch~Verscbieben 

nach links insbeson(lere V'9n.der ,f5ei.tenwand 47 in ein 
' . 

lediglich schematiac;h f!ar9••tellteas l~.cken 48 tropfen, in -
dam aich ein anclerea 8~'1dlu~gsflui4,. oder berei ts 

5 getrocknete Substrate und/Qd~ Substrattrlger befindet 
' ' • • ," ·. • I •• 

bzw. ~inden, ao da.fS a&s .Beliindl~ngstluid varunreiniqt 
wird baw. die bereits trockenen Sul:>Si!rate oder Substrat­
trllger wieder naa warden. Die dadurch entnehende~ Nach­

teile, wie beispielawe~ae -Jil~f~geres .Auawachaeln --aes 
10 Bahandlungsfluids ~~ Aua,achua durch wieder mit FlUs- -·-

15 

. . . '· . 

sigkeit benetzte Wafer warden erfindungsqeal.6 mit der 
vorqesehenen Abtroptplatte 4~ vermieden. Die -Abtropf-

. . . . - . . 

platte 43 verhindert aJ.n 11arunterlaufan von Trop:feri-an 
den Seitentlllchen 46, ~7 c!•r ._~ube. -4-2· und insbesondere 
auch an der Seit~ll.che •7, die etwa 1:>a1m--Verfahren der 
Hauba 42 nach links zur 6ftnung des Beckens 48-llber das 

offene Bee.ken 48 9elangt:.. Dµrch·-die schrl.ge Anordnung aer 

Abtropfplatte 43 inRiChtu11q dn::ieni9en Seitenach unten, 
in die die Haub-. 42 v~t.ahre,n wird1 l.liuft.bzw.- tropft die 

20 FlUssigkeit von der Abtropfplatte 43 au8erhalb de·s 

Beckenbereichs ab u~ g"•lanqt daher '1icht in das Backen ---

48. 

25 

30 

Bei der dargestellten AusfGhrungsform is~ auf der Seite 
des Becltens 48, Uber die die HaUbe 4~ beim 6ffnen des 
Beckens nicht bewegt wird, eine zusatzliche. -Beckenwand­
Abtropfschrl.ge 49 Uber diesem BecJcenrand 50 am -Beeken. 

. . . . ' . . '· 

oefestiqt, Uber .die die vo~.oben auf die Abtropfschrliqe 
49 tropfende PlUssigkeit aJ,:JcJe~eitet wird und den 

Beckenrand so nicht er~eicht. 

Die in den Pig. 12 und 13 da%"9estellte Ausftlhrungsform 

unterscheidet sich vop der in F~9· 11,darg.estellten 
Ausbildung ba wesentliell-.n lediglicb dad11rch, · daB die 

35 Abtropfschutzvorrichtun9' in ates911 Falla in Form eines­
Rragens 61 ausgebildet ~st, der im Bereich zumindest der 

·. . .. 

Seitenwinde 46 und 47 der Haube 42 um die Haube 42 herum 
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oder zumindest im Bereich der Seitenwande 46, 47 ange­
ordnet 1st.· Durch die Uberstehenden Bereiche 62, 63 des 
Kragens 61 ist wiederum in entsprechender Weise, wie dies 
anhand van Fig. 11 im einzelnen ausgefUbrt wurde, gewahr-

5 leistet, da8 beim 6ffnan des Beckens 48 durch Verschieben 
der Haube 42 in der Zeichenebene nach links Fltissigkeit, 
die von aben auf die Haube 2 qelanqt, nicht an den Sei­
tenwanden 46, 47 entlang nach unten in das offene Becken 
48 abtrapfen kann. Die in Fig. 12 dargestellte Becken-

10 randscbriqe 49 entspricht derjenigen van Fig. 1 und hat 
auch diesselbe Funktion. 

sei der in den Fig. 14 und 15 dargestellten Ausfilhrungs­
form de&i BeCkens 71 ist an seiner schmalen Seite 72 ein 

15 Reinigunqsloch 73 vorgesehen, das am unteren Ende in der 
N~he des Beckenbodens ausgeschnitten ist. 

Wie insbesandere anhand von Fig. 15 ersichtlich ist, 1st 
das Reinigungslach 73 mit einem abnehmbaren Flansch 74 

20 verschlossen und Uber Schrauben 75 am Becken 71 befe-
stiqt. Zwischen dem Flanscb 74 und dem Becken 71 !st bei 
der d.argestellten Ausfiihrungsform weiterhin ein zwischen­

. flansch 76 vorgesehen. zur Abdichtung ist an den Randern 
des Fl.ansc:hes 74 und/oder des Zwischenf lansches 76 eine 

25 umlaufende Dichtung 77 angeordnet. 

30 

Die Reinigungs6tfnung 73 im Becken 71 erlaubt ein einfa­
ches Reinigen des Tankbodens und das problemlose En~f ~r-

. . 

nen von RUckstanden oder zerbrachenen Substraten. 

Bei der in Fig. 16 dargestellten AusfUhrunqsform ist eine 
Ionisierungsvarricbtung nit Ionisierungsstiben 91, 92 an 
beiden seiten 46, 47 der Haube 42 vorgesehen, die in 
diesem AusfUhrunqsbei'spiel jeweils mit Befestigungsein-

35 richtungen 93, 94 im oberen Randbereich der Haube 42 
fixiert sind. 
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In einem gewlhiten Abstand unterhalb d~r Ionisierungs­
stiibe 9i, 92 })efindet sich jewei~se~~e Gegenelektrode 
95, 96, die beispielsweise geerd~t s~nd oder an Masse 
liegen. 

Durch Anlegen ainar Hochspannuz:ig zwi1,1·c;:ben dem jeweiligen 
Ionisierungsstab 91, 92 und c:la~·ZUCJf!a~~dneten Gagenalek-. ,· . ;- ... 
trode 95 bzw. 96 w~den Ionen erzeufjt, die aine statische ·. ' .. · ·: .· .. 
Autladung der Substrate, der Substra.ttrllger und/oder von . . . . . . ' . . . . 

10 Bauteilen der Bebandlungsvorric::htung.yermeiden. Auf diese 

15 

Weise wird sicbergestellt, .da.6 ,'die mit statiscben Auf­
ladungen verbundenen Nacbteile, wie Du.rchschHige oder 
OberschlKge ni~ht auftreten.Und B~scb~digungen der Sub­
strate nicht m&glich sind. 

Die Erf indunq wurde anhand bevorzugter AusfUhrungsbei­
spiele erlKutert. Dem Factunann sind 11t~och zablreiche 
Abwandlungen und Ausqestaltungen moq~~ch, obne da.8.da-

. . . 

durcb der Erfindungsqedanke verla~sen wird. Beispielswei-
20 se ist es m&glich,· die Tropfschut~vorricbtung in Form 

einer Abtropfplatte 43 oder eine~ Kr•g~ns 61 an der Haube 
42 je nacb den vorhandenen Raumverbiltnissen. waiter oben 

25 

' • . ' . I ' 

oder waiter unten anzuordnen, o~er das. Ma.8 der Schrage 
nach den jewei;Ligen Brforderniss~n z~,Wlihlen. Weiterhin 
ist es beispielsweise mtsglicb,. mebrere Ionisierunqss'tlibe 
91, 92 und mehrere Gegenelektroden 9~,. 96 vorzusehen und 
verteilt Uber den Behandlun~sra~ anzuordnen, um eine 
optimale, gleichmi8iqe Ionisation in~e~halb der Haube 42 
zu erreichen. 
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Pa1;entanaprilche 

1. Anlaqe (20) zur chemischen NaBbehandlung von Substra-
5 ten (25) in einem ein Behandlungsfluid (23) enthal­

tenden Behiltar (2l), mit einer Aushubvorrichtung 
(1) zum Ein- und Ausbringen wenigsten~ eines Sub­
strattriigars (17) und der Substrate (25), dadurch 
gekannmeichnet, da& die Aushubvorrichtung (1) einen 

10 ersten _Transportschlitten (2) fUr die Substrate (25) 
und einen zweiten Transportschlittan (3) fUr den 
Substrattriger (17) aufweist, die Uber eine 
Gelenkverbindung (4) miteinander verbunden sind. 

15 2. Anlage (20) nach ~nspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
da8 der erste und der zweite Transportschlitten 
(2,3) auf einer vertikalen Fllhrungsschiene (10) be­
wegbar ist. 

20 3. Anlage (20) nach einem der vorhergehenden Ansprilche, 
dadurch gekennzeichnet, daB der erste Transport­
schlitten (2) mit einer Antriebsvorrichtung verbun­
den ist. 

25 4. Anlage (20) nach einem der vorherqehenden Ansprtiche, 

30 

dadurch gekennzeichnet, daB die Gelenkverbindung (4) 
zwei Schenkel (5,6) aufweist, wobei ein erster 
Schenkel (5) .mit dem etste~ Transportschlitten (2) 
und ein zweiter· Schenkel (6) mit dem zweiten Trans-
portschlitten (3) gelenkiq, und die den Transport-

: . : 

schlitten (2,.3) abgewandten Enden der ersten und 
zwei ten Schenkel ( 5, · 6} mi teinander Uber einen Stift 
(7) drehbar verbunden sind. 
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s. Anlage (20) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
da8 ein Ve>rstehender Bereich des die beiden Schenkel 
( s, 6) v~rbindende~ Sti.f1:•,• an einer steuerkurve ( 11) 
abUluft. 

6. Anlage ( 2 o) nach Anspr~cp .· 5, dacturch gekennzeichnet, 
da8 die .. !;teuerkurve (11) einen gj!raden, parallel zur 
Bewegungsrichtung cter T+ansport•~litten (2, 3) ver-

. . . . . . : ... • 

laufend•11 Abschnitt (12). und .e~J>.en sich an den 9era-
10 den Abschnitt anschlieB~nden Kurve.nabschnitt (13) 

aufweist. 

7. Anlaqe (20) nach Anspruch 6, dadurch qekennzeichnet, 
da8 der Abstand zw~schen dem ersten und zweiten 

15 Transportschlitte~ (2,3) ~onstant ist, wenn der 
Stift (7) auf dem qerad~n Abschnitt (12) abl8uft. 

20 

a. Anlage (20) nach einem der AnsprUche 6 oder 7, da­
durch gakennzeichnet, da.8 sich derAbstand zwischen 
dem ersten und ZWf!titen Transport~chlitten (2,3) ver­
gr68ert, wenn der Stitt (7) :auf df!.lll Kurvenabschnitt 
(13) ablluft. 

9. Anlaqe (~0.) nach einem derAnspr~che 6 bis a-, da-
25 durch gekennzeichnet, daB die Fo~ des Kurvenab­

schnitts (13) so qewlhlt ir;;t, da.B,sich der Abstand 
zwiachen dem ersten und zweiten Transportschlitt~n 
(2,3) stetiq vergr68er~ •. 

30 

35 

io. Anlaqe (20) nach einem d~r AnsprU~e 6 bis 9, da­
durch CJekennzeichnet, ·da.fS die Fora des Kurvenab­
schnitts. (13) in seine• Bndbereich so gewlhlt ist, 

.· r ' . . . ., 

da8 der zweite Transportschlitten (3) allmihlich zum 
Stillstand kommt. 

11. Anlaqe (20) nach einem der vorhergehenden Ansprttche, 
dadurch gekennzeichnet, daB der erste Transport-
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schlitten (2) mit einer messerartigen Anhebevorrich­
tung (16) varbundan ist. 

· 12. Anlage (20) nacn Anspruch 11, dad\lrCh gekennzeichnet, 
5 daB die messerartige Anhebevorrichtung (16) und der 

SubstrattrKger (17) mit gleicher Geschwindigkeit an­
gehoben werden, wenn der Stift (7) auf dem geraden 
Abschnitt (12) der Steuerkurve (11) ablKuft. 

10 13. Anlage ·c20) nach einein der vorhergebenden AnsprUche, 

15 

dadurch gekennzeichnet, daB der zweite Transport­
scblitten (3) zum Stillstand kommt, wenn die 
Substrate (25) in Filhrungen (39) au&erhalb des 

·substrattrigers (17) in Eingriff kommen. 

14. Anlage (20) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Filhrungen in einer Haube (22) oberhaJ.b des 
Behl1ters (21) ausgebildet sind. 

20 15. Anlage (20) nach einem der Anspriiche 11 bis 14, da-

25 

. 30 

35 

durch gekennzeichnet, daB der Aushub der Substrate 
(25) nach dem still~tand des zweiten Transport­
schlittens (3) durch die messerartige Anhebevorrich­
tung (16) erfolgt. 

16. Anlage (20) naCb einem der vorhergehenden AnsprUche, 
dadurch qekennzeichnet, da6 die Anlage (20) zum Spil­

len und/oder Trocknen von Substraten (25) vorgesehen 
ist • 

17. Anlage (20) nach einem der vorhergehenden AnsprUche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Substrate und/oder 
der substrattrl9er wihrend des 'l'rockungsvorgangs mit 

einem Gas, 'insb~sondere. einem· Gasgemisch aus Isopro­
pylalkohol und Stickstoff, beaufschJ.agt sind bzw. 
ist. 
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18. Anlage (20) · nach ·;e..i:llell 4•Jt vor~ehenden Ansprucbe, 

' ·· .. I.·. ..· .. . • . 

dadurcb gekennzeic:bnet, da8 ein i6s- und arretierba-

rer .· KlinJ?lecllani11DD.\1S V()rgeseben .1st, der den ersten 

und zw~it.~n r,h..an.-pf:)rtscnl.itten ,. (2; 3) starr miteinan-
5 d~ ve~bthdet. . . . . . ... 

. ·.·:· ... ,···,·· . . .. : ., , .. 

io 

15 

19. Anlage (~~) nach ~~pl:q,ch 18, ~·durch gekennzeichnet, 

da.6 ei.n zyiinder vorgesehen ist,,' der den ltlinkmecha­

nismus etjt-.unci/odl!r 'Verriegelt~ • 
' : 

0
M' 0 ' ' :'•' ' O • i ,•' 

20. Alllage n~ einem ci•:r vorherg-1len~•n Ansprfiche, 
dadurcb v~emise~~et, ciaB ein~ ,· Haube ( 42) Uber dem 

. . '; . . f : : · .• 

Becken (4(l) .vorge•ehen ist, und da8 die Haube (42) 

·eine Tro~f~chutzv~~ichtWlg (43, 61) aufweist. 

21. Anlaqe ~ch Anspnch 20, dadurch geJtmseicbnet, daS 
:·,.: .. :.·.··. .· .. .· 

die Tropfschutzvorrichtu~q eineAbtropfplatte (43) 

ist (Fig. 11). 

20 22. Anlage na~h Anspr~ctJ, 21, dadurc~. geltennseichnet, da& 
die Abtropfplatte. (43) auf der Ob-.rseite der Haube 

. :-: ,. . . . ; .· .· 

(42) an'1~9:t:dnet is1'.'( (Fiq. 11). 

23. Anlage nach Anspruch 20, dadurch galtannzeicbnet, da& 

25 die· Trop~scbutzvorrichtun9 ( 4 l , 61) .als I<ragen ( 61) 

um die Ha~be (42)-herum llngeorc1net ist (Fig. 12). 

30 

24. Anlage nach einem Cler AnsprUche ~o bis. 23, .dadur.ch 

9ekeD11aeicllnet, da8 die Abtropfplatte (43) bzw. der 

ICragen. (61) Uber 41-• Haube (42) ?iinweg vorsteht. 

2s. Anlage ~ach.· eina ~er ~~che 20 bis 24, dadurch 

qekenns~iobnat, aaa die Abtropfplatte (43) bzw. der 

Kragen (6.f) zu dar~~~iq~~ seite '(45) .· der Haube (42) 

35 schrlig nacti unten ~eist, in die die .Baube (42) bei 

6ffnen des Beckens (48) verschoben wird. 
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26. Anlaqe nach einem der AnsprUche 20 bis 25, dadurch 
qekezm•eialm•t• da& Uber dem Rand (50) des Beckens 
(58), Uber die die Haube (42) nicht verschoben wird, 
eine Beckenrand-Abti-opfscbrige (49) vorgesehen ist. 

27. Anlage.nacb einemder vorhergehenden Ansprttche, da­
durch CJ•keJUi.••iclmet, da8 das Backen (71) eine 
Reinigun9s6ffnun9 (73) aufweist (Pig. 13 und 14). 

10 28 •. Anlage nach Anspruch 27, dadurch 9eltennzeichnet, daB 
die Reinigungs6ffnun9 (73) mit wenigstens einem 
Flansch (74i 76) abgeschlossen ist. 

29. ·Anlage· naCh Al\sptuch '27 oder · 28, dadurch 9ekenn-
1s 11a:Lahnat, ·da& 'd.ie"Reinlgungs5ffnung (73) an einer 

Seite (72) des Beckens (71) am oder nahe dem Boden­
·becken vorqesehen ist. 

30. Anlage nach·einem der vorhergehenden·Ansprilche, 
20 dadurch qe:tennzeichnet, da.B eine Ionisationsvor­

richtung vorgesehen ist. 

31. Anlage nach Anspruch 30, dadurcb qekennseichnet, da8 

die zonisationsvorrichtung in einer Baube (42) Uber 
25 dem BecJten (48) vorqeseben ist. 

30 

35 

32. Anlage nacb Arispruch 30 oder 31, dadurch qekenn­
seicJmet,· daB'die Ionisationsvorrichtung.in einem 
Dampfbereicht vorgasehen ist, in deJi das aus dem 
Behlilter herausgefahrene Substrat einem Gas, 
vorzugsweise stickstoff und/oder Isopropylalkohol 
ausgesetzt ist. 

33. Anlaqe·nach einem der Anapriiche 30 bis 33, dadurch 
qekezmae:labDat, da8 die Ionisierunqsvorrichtung 
wenigstens einen Ionisierungsstab· (91, 92) an 
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. WE1niqstens ei11~ Innenwand (46,. 4.7) der .Haube (42) 
a\1tweist. . ;·-

.. : •. 

34. Anlaqe nach einem der AnEJprflche 30 bis 33, dadurch 
.. : . . .. ·. 

5 gek•mall•~oJmet, ~-8 di~ .Ionis~.,ungsvorrichtunq 

10 

15 

20 

25 

.30 

weniqstepa ein• qflfi1'•neltaktroc1~ (55, !56) aufweist • 
. '····::. 

35. Anlage nach An$pruch 34, dadurcJ\ 9ekeJmzeicbnet, da& 
die Geg~elektr~~ (~5, 96) a~J(asse liegt. 

36. ADlage nach ein• ~•r·Allspri1cheo30 bis 35, cladurch 
9ekennzeicJmet,.da&die Ionisierungsvorrichtunq mit 
einer H()chspannung v~ 5 .. · ~i.s 25··. itv und vorzuqsweise 
von lo ~is 15 kY ~.-utscblagt i•t. 

37. Anlage nach ein8Jllder ~sprUch41JO bis 35, dadurch 
gekennzeichDet, &ta die Hochspannung gepulst ist und 
die Pul~e eine (Impulsdauer von. 1 bis 100 ms und 
vorzugsweise VOi) .~O,bis 4() ms aufweist. 

38. Anlage nach AnsprQch 36 oder 37, dadurch qakenn­
sej,c'bDet_, C)aB das T~s.tverhliltnis ·der Hochspan­
nungsim.pul_ae in.·· ein~ Bereich yon 1: 8 bis 1: 12 liegt 
und vorzucjsweis• tain ~astverhiltnis von etwa 1:10 
aufweist. 

39. Anlage nacb ein~ ~er yorherg'eh~~~en Ansprilche, 
cladurch gekenase~~et, da&:wen~g~t!IDs eine Me&sonde 
.zur fJl>erwac:hung -~~ c.;a~~naentratil.c;>n, der 

Gasgemisch•Anteile '1nd/oder des~.~~ bzw. Gasqe­
mischgebalts im ~mpfbere.icli vorge~ehen ist. 

40. Anlage nach Ansprµc?b 3~f c;la~urch_g•Jt .. •eichnet, da.B 
die v~n 4er Me8se>n~''erm1ttelt • .-ill•~werte zur . . . ,·; . ..· . . . :·: .. . . ' . . 

35 steueru~ bz11. R~9•~1ln9-f.ler Gas)_to!'~entration, der 
Gasgemisch-Anteile und/oder des Gas- bzw. Gas-
9emisch9ehalts im Dampfbereich heranqezoqen werden. 
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41. Anlage 11ach ein.am der vorbergebenden Anspriiche, 
dadurch qaltennseicJmet, da& in einer Leitung, Uber 
die BebandlunClsf luid abflieSt, ein Flowmeter zur 
Ermittlung der D~rchtlu8menge des Behandlungsfluids 
vorqesehen ist. 

42. Anlage nacb Anspruc)l 41, dadurch galtmmsaicbnet, daB 
die vom Flowmeter ermittelten Me8werte zur Steuerung 
bzw. Regelung der ein- und/ocler ausstromenden 
Fluidmenge herangezogen werden. 

43 .• Anlage nach Anspruch 41 oder 42, dadurcb 9eltenn-
11eic!met, daS die Steuerung bzw. Regelung der ein­
und/oder ausstr&nenden Fluidmenge mittels eines 
Ventils, insbef\'Ondere eines mit einem Motor getrie­
benen Ventils arfolgt. 

44. Anlage nach einem der vorherqehenden Anspriicbe, 
dadurch qeJtennzaichnat, da8 das aus dem Beb~lter 
ausstromende Pluid in einer Wiederautbereinigungs­
anlage wiedera~fbereitet wird. 

45. Anlage nach Anspruch 44, dadurch 9eJtennzeichnet, da.B 
das wiederaufbereitete Fluid im Behilter wieder­
verwendet wird. 

46. Anlaqe nach Anspruch 44 oder 45, dadurch 9eJtenn- . 
seicbnet, da.B das wiederaufbereitete Fluid wenig­
stens teilweise der Brauchwasserableitung zugefiihrt 
wird. 

47. Trocknunqsvertahren unter Verwendung einer Aushub­
vorricbtung (1) zum Ein- und Ausbrin9en wenigstens 
eines SubstrattrAgers (17) und von Substraten (25), 

35 wobei die Aushubvorrichtung (1) einen ersten 
Transportschlitten (2) fUr die Substrate (25) und 
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einen·zweiten Ti:ansportschlitten (3) filr den 
Substrattrlqer.(17) aufweist, gekenn11eichne1: durch 
fol9ende Verfahrensschritte: . 

Ausbaben der substrate (5) aus einem spUlfluid 
(23) und Belassen des subtrattrligers (17) im 
Behli).ter (21); 

Absenken des Sptllfluids (23) unter den 
Substrattriiger (17); und 

' 
Absenken cler Substrate (25) in.den Substrat­
trlger ( 17 >' nach dem Trocknunqsvorgang. 

':.=·. 


